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Цель работы

Целью работы является обработка результатов теста на пучке 
заряженных частиц детектора переходного излучения, а именно -
исследования координатной точности нового типа 
полупроводниковых пиксельных детекторов переходного 
излучения на основе данных 2017 и 2021 годов
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Тестирование детектора переходного излучения на пучке 
2021 года

Схема установки, использовавшейся для 
тестирования детектора переходного 
излучения на пучке в 2021 году, можно увидеть 
на рис. 1. Установка состояла из следующих 
элементов:

1. Радиатор - наборы пленок, необходимых для 
образования фотонов переходного излучения 
(Полиэтилен, полипропилен, комбинация полиэтилена 
и полипропилена, Mylar и dummy радиатор);

2. Трубки с гелием - трубки различных длин, заполненные 
гелием. Они использовалась для предотвращения 
поглощения излучаемых фотонов переходного 
излучения в воздухе (Lp = 30см, 50см, 100см, 200см)

3. Детектор - непосредственно сам исследуемый детектор 
переходного излучения на основе кристалла GaAs

Рис. 1
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Тестирование детектора переходного излучения на пучке 
2017 года

Схема установки, использовавшейся для 
тестирования детектора переходного 
излучения на пучке в 2017 году, можно увидеть 
на рис. 2. В общих чертах устройство 
эксперимента аналогично описанному на 
предыдущем слайде. Основное и 
принципиальное отличие состоит в 
следующем:

Вместо одного пиксельного ДПИ здесь 
используется 4 детектора: один исследуемый 
ДПИ и 3 кремниевых пиксельных детектора, 
обладающих меньшей толщиной, по 
сравнению с исследуемым ДПИ

Рис. 2
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Сравнение детекторов на основе Si и GaAs

Выбор GaAs по сравнению с Si обоснован, в основном, 
двумя причинами:

1. Для одного и того же излучателя количество 
обнаруженных фотонов детекторами на основе GaAs
больше, чем детекторами на основе Si (см. рис. 3);

2. Детектор на основе GaAs намного эффективнее для 
высокоэнергетических фотонов переходного 
излучения (см. рис. 4 – для Si, см. рис. 5 – для GaAs)

Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5
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Поиск 
проблемы
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Данные:
Верхнее число: TRTB2018
Нижнее число: TRD_unifiedformat

Значение уже 
посчитано: 39846

Рис. 6



CutFlow (run 50: Mylar, 50µ/3mm, 90 foils)
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Left: Beam Clusters
Right: TR Clusters

Blue: TRTB2018
Red: TRD_unifiedformat

Рис. 7

Поиск проблемы



Поиск проблемы
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These events are not being cut properly 

Рис. 8



S-кривая

Так называемая S-кривая 
показывается зависимость 
координаты частицы, 
полученную методом CoG
(Centre-of-Gravity) от 
реального прохождения 
частицей пиксельной платы

Рис. 9
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Текущий ход работы

1. Создание алгоритма 
юстировки трека 
частицы для вычисления 
координатной точности 
детектора с целью её 
последующего 
улучшения, учитывая 
поправки из S-кривой

2. Построение S-кривой

Рис. 10
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Результаты

• Выявлена проблема в работе программы по анализу 2018 года и 
принято обоснованное решение об использовании программы по 
анализу 2020 года

• Изучены методики вычисления координатной точности детектора 
и её улучшений, а также самих координат xtrue и xgravity

• Начата работа по созданию алгоритма юстировки трека частицы 
для вычисления xtrue и для последующего построения S-кривой с 
целью значительного улучшения координатной точности 
детектора

11



Спасибо за внимание!
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